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. Caracterizacioén eléctrica de dispositivos y materiales

Mediciones: Resistencia de hoja a partir de cuatro puntas de pe-
liculas delgadas y ultradelgadas, mediciones de capacitancia,
evaluacién de desempefio eléctrico (ciclos ON/OFF, retenciéon
de informaciéon) de memorias semiconductoras (DRAM,
Fe-RAM, FTJ, etc.), aanalizador de capacitancia —barrido en fun-
cién de tiempo (C-t), barrido en modo pulsos (C-V, I-V pulse
sweep)—, estudio de mecanismos de corriente eléctrica en peli-

culas delgadas e instalacién de contactos eléctricos a partir de PARA MAYORES INFORMES |

evaporacién catédica.

- Fabricacién y medicion de reticulas direccion.tecnologica@cio.mx [ ]
Alambrado de chips: Alambre: Aluminio 33 umy O S5um. w?

- Impresion 3D S ) ) ) Loma del Bosque 115 Col. Lomas del Campestre C.P. 37150 Apdo. P. 1-948  Tel. (477) 441.42.00 vlllv
Caracteristicas: Fabricacion aditiva a partir de resina fotopoli- Lt - GummE e o s

merizable de estructuras de hasta 15 cm x 15 cm x 20 cm, resolu-
cién de 500 pym en Xy Y, y una resolucién maxima en Z de 25 pm. Prol. Constitucién 607 Fracc. Reserva Loma Bonita C.P. 20200  Tel. (449) 442.81.24 al 26 UA R I o I I M P I o

- Disefio de Layout. Softwares: Layout-Editor y Tanner L-Edit. Aguascalientes - Aguascalientes - México
- Simulacién de procesos DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION
Software: Comsol Multiphysics y ANSYS.
Imparticion de cursos:
- Comunicaciones inaldmbricas en la industria 4.0
- Tecnologias de fabricacion de dispositivos microelectrénicos.
- Celdas solares en la industria.
- Baterias eléctricas: fundamentos y practica.
- Tipos de baterias y sus aplicaciones.
- Baterias de litio: fabricacién y equipos de procesamiento.
- Tecnologia de cuarto limpio y seco.
- Baterias de litio: normas.
- Limpieza y control de contaminacién de superficies.

- Depésito de peliculas delgadas. e
- Caracterizacién electroquimica de baterias de litio. i Gl g.:;,'?'é} *—(—x—.—'®

- Imparticién de diplomado de baterias eléctricas. CONACYT ~ Cmopemestoicons

- Caracterizacion de baterias de litio n u n CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.
Equipo: VSP-300 Potencidstato.




CUARTO LIMPIO
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.

Fue aprobado para su creacién en 2018; es un espacio con
ambiente controlado en numero de particulas suspendidas
en el aire, humedad y temperatura a nivel ISO 7 o clase 10000
(<10000 particles/ft3, tamafio de particula>0.5 um; <70 parti-
culas/ft3 de tamario>5 um). Se cuenta con la infraestructura
para desarrollar procesos de fabricacién de dispositivos foté-
nicos y optoelectrénicos, lab-on-a-chip fotdénicos y guias de
onda en estructuras complejas a escalas microy nano-métri-
cas, basadas en técnicas de desarrollo microtecnolégico.
Ejemplos de desarrollos: fabricaciéon de sensores, hologra-
mas, filtros épticos, MEMs. Se cuenta con:

Escritora de mdscaras por litografia. Para patrones master, alta
precision 0.6 um (1-5in)

Depdsito de materiales por pulverizacion catédica (sputtering).
Sustratos de hasta 10 cm. 2 fuentes RF y 1 DC, 8 cafiones.

Hornos tubulares horizontales, procesos oxidacion térmica y tra-
tamientos térmicos (<1100°C)

Grabado idnico reactivo (RIE). Grabado selectivo y decapado de
materiales con plasma de O2, CF4, SF6, Ar.

Muflas. Tratamiento térmico de muestras, temperatura
maxima de 450°C, rampa de temperatura, cronometro y agitador
(10) Balanza analitica. Mide de 0.1 gr a 220 gr con una resolucion de 1
mgr. Microscopio dptico digital para realizar inspeccion de muestras
y medicion de estructuras. Campo de vision de hasta 5cm x 5cm,
zoom Optico de 300x y zoom digital de 800. Campanas de limpieza,
con sistema de extraccion, agua destilada, desionizada y aire com-
primido de alta pureza.

Limpiador UV Ozono con calentamiento de sus-
trato. Limpieza orgdnica de sustratos.

Microscopio trinocular con iluminacion inferior
para realizar inspeccion rdpida de muestras.

Estacion de pruebas eléctricas semiautomati-
zada. Caracterizacion eléctrica de dispositivos elec-
tronicos, micro y nanoelectronicos. Seis puntas de
tungsteno conectadas por cables triaxiales de bajo
ruido, diametro de la punta de 35 um.

Analizador de semiconductores. Resolucién fA.
Se conecta a puntas de la estacion de pruebas.

Cortadora de oblea de silicio. Corta obleas para
generar dados de dispositivos fabricados.

Caja de guantes (Glove Box). Ambiente contro-
lado: baja humedad, ambiente de argdn, vacio.

Gabinete Sand Blasting. Limpieza de pieza me-
tdlicas con chorro de arena.

Alambradora (wirebonder). Soldadura con
alambre de oro, aluminio, plata y cobre. Diadmetro de
alambre, 25-75 um.

Alineadora. Transferencia de estructuras por
fotolitografia, mascarillas de 2.5-5 in, resolucion T um.

Elipsometro espectroscopico. Longitud de onda
de 240 nm a 1050 nm, medicion de espesor (materia-
les opacos hasta 150 nm y materiales transparentes
osemitransparentes hasta decenas de micras), reflec-
tancia, transmitancia e indice de refraccion.

Bafo ultrasénico. Tres modos de operacion:
normal, barrido y desgasificado; dos frecuencias de
operacion: 25 kHz y 45 kHz y temperatura de hasta 80°C.

Impresora 3D de resina. Prototipo rdpido (micro-
fluidica, lentes, reactores, etc.). Resolucion de 500 um.

Spin coating. Depdsito de precursores liquidos
(fotoresinas, polimeros, oxidos, etc.) por rotacion, velo-
cidades de giro de 1000 rpm a 12000 rom.

Deposito de peliculas atémicas (ALD). Depdsito por
procesos quimicos en fase vapor, en sustratos de hasta 4 in.

Evaporadora. Evaporacion de peliculas delga-
das en substratos de hasta 20 cm.

Cortadora de hilo de diamante. Corta obleas de
silicio, vidrio, cuarzo, ceramica, etc., grueso del alam-
bre: 0.3 mm.

Horno con vacio y ambiente controlado, tem-
peratura madxima de 350°C.

- Depésito de peliculas delgadas y ultradelgadas por el método de pulverizacion catédica
Titanio, oxido de tantalo, diéxido de titanio, cobalto/hierro/boro, titanato de circo-
nio de plomo, titanato de bario, sulfuro de indio, tantalio, 6xido de indio, 6xido de estafio, silicio
tipo p, silicio tipo n, éxido de indio galio zinc, didéxido de silicio, aluminio, 6xido de hafnio, ITO,
indio, carburo de silicio, bismuto, éxido de aluminio, éxido de zinc, cobalto, cobre, sulfuro de
zinc, cromo, alumina, plata, niquel, nitruro de silicio, silicio sin dopar y éxido de zinc, germanio.
- Curado térmico de peliculas y materiales
Horno tubular.
Hasta 1100 °C
.- Limpieza de componentes épticos y superficies
Limpieza quimica humeda (Estandar, RCA, éxido nativo, piranha) y limpieza quimi-
ca seca (plasma y UV-Ozono)
- Decapado quimico de peliculas
Decapado quimico humedo y seco.
.- Caracterizacién de materiales por Elipsometria espectroscépica
Espesor, indice de refraccién, transmisién y reflexion.
Rango espectral de 240 nm (UV) a1050 nm (NIR), analiza peliculas opacas de
hasta 150 nm y peliculas transparentes y semitransparentes de hasta decenas de micras.
- Disefio, simulacién y fabricacién de baterias de litio tipo botén
Glove-box y prensa mecanica.
- Disefo, simulacién y fabricacién de microbaterias de litio de estado sélido
Cobre, litio, LIPON, LiFePO4, Aluminio.
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